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Kolloid nanorészecskés filmek - nanogémb litografia (NSL)
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- ZnO nanoszalak > Vizsgdlat (3D): RBS mérés
RBS on MAcroSTructures
- Mdgneses mintazatok (RBS-MAST) szimulacio
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Kolloid Nanorészecskés Filmek - Nanogémb litografia
Nanorészecskés filmek ‘
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NSL technika (nanorészecskés filmek) + ion besugarzds

Lehetdségek:

-Elektromos tulajdonsagok (pl. Si:B adalékolas)

-Mdgneses tulajdonsdgok (pl. FePd/MgO)

-Optikai tulajdonsagok (pl. Au plazmon rezonancia, kalkogenidek)
-Szerkezeti tulajdonsagok (pl. vertikdlis a/c interface)

-Alak (pl. nanorészecsék deformadcioja, sik feliiletek mintdzasa)
-Lokdlis anyagi osszetétel, stb.

megvadltoztatdsa nanoskdlan a feliileten, vagy a témbben

Cél: kontrollalhatosdg, reprodukdlhatosag, hangolhatdésag
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Szubmikronos skdlan az alak, méret, és atomi osszetétel egyidejii
feltérképezése komplex feladat.

-Cél: megfelel6 méreési eljarasokat taldlni kvantitativ jellemzésre
3 dimenzioban (AFM, SEM, TEM, SANS).
- Az ionnyaldbos analizis (RBS) alkalmas modszer
kvantitativ mélységskala (ion fékezddés)
kvantitativ atomi 6sszetétel
(visszaszort ionok energidja és hozama)

Az analizalo “He* nyalab:
-Nyaldb méret: ~ 0.5 mm x 0.5 mm, részecske méret: = 0.5 Um

6106 objektum/mérési fol1>

A MeV 4He* ion trajektoriak lokadlis informaciot hordoznak, kis
oldaliranyd széras

A minta laterdlis inhomogenitdsa visszafejthetd az RBS spektrum
strukturdlis energiaelmosddasdbdl (a 3D geometria leképezheto ).
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- Nanorészecskés filmek vizsgalata
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Periodikus feliileti elrendezodés

A rendszer felosztasa elemi cellakra

-+ ¥

a, b: cella paraméterek (nm)

a e 7 7 s
d: részecske datméré (nm)

RBS spekitrum

Szimulacio: RBS-MAST (RBS for MAcroSTructures)

Ref: Z. Hajnal et al., NIM B 118 (1996) 617-621§— SZmuldcio periodikus
Lo il C / hatarfeltétellel

Do @ s
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RBS analizis kiilonb6z6 mérési elrendezésekkel: geometriai informacio (3D)

‘He* | 7° 60°
5000 0insio,
40001 ™ l o
|
Si substrate
3000 1
2000 - Siin SiO,

10004 | °* 0
o 7
Szimulacié

0 T T T T T T T T T T T
50 75 100 125 150 175 200
Csatornaszam (visszaszort ionok energiaja)

Belitésszam (visszaszort ionok szama)

10000

8000

6000

4000

2000

Oin Silica ‘He" 1 7 / 60

Si in Silica

e 60°
o 7°
Szimulacié

Beiitésszam (visszaszort ionok szama)

0
50

75 100 125 150 175 200
Csatornaszam (visszaszort ionok energiaja)

Folytonos vékonyréteg

VS

Nanorészecskés film




&« ELFT Anyagtudomdnyi és Diffrakcids Szakcsoport Oszi Iskola, 2011. oktéber 5-7, Visegrdd

¢ Imp!}anfélt Ar 3D eloszlasa szilika/Si rendszerben
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T Z. Zolnai et al., Phys. Rev. B 83, 233302 (2011)
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Implantdlt Ar 3D eloszldsa szilika/Si rendszerben

W(e) = 1/cos()
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MFA P4 P4 . L4 ° P4 P4 P4 P4
= = Nanorészecskés filmek torzuldsa ion besugarzas hatasara
Alak transzformacio: gémb — forgdsi elljpszoid, térfogatviltozds nélkdl
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Részecske atmérd:
- n6é merdlegesen
- csokken parhuzamosan

a besugdrzas irdnydhoz képest.

A deformacio mértéke a
besugarzott doézissal ng.

T. van Dillen et al., Appl. Phys. Lett. 83 4315 (2003)
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RBS szimulacio modell cella
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Z. Zolnai et al., Nucl. Instrum. Methods B 268 (2010) pp. 79-86
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PHYSICAL REVIEW B 83, 233302 (2011)

Three-dimensional view of the shape, size, and atomic composition of ordered nanostructures
by Rutherford backscattering spectrometry

istig
9, H-1525 Budapest, Hungary
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Implantdlt Xe: szilika nanorészecske/Si szubsztrat rendszer 3D jellemzése
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- NSL technikdval mintdzott feliiletek vizsgdlata
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“ “  Feliileti mintazatképzés nanogémb (& 450 nm) litografiaval
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Feliileti mintazatképzés nanogémb (J 450 nm) litografiaval

AFM analizis: 40 keV Ar* implant (100) Si
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¢ ¢ Felileti mintazatképzés nanogémb litografiaval

N. Nagy et al., J. Nanosci. Nanotechnol., accepted
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- Hengeres ZnO nanoszdlak vizsgdlata
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Nanogomb fotolitogrdfia: ZnO nanoszalak
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R. Erdélyi et al., Crystal Growth Design 11 (2011) pp. 2515-2519




jl; F;l ELFT Anyagtudomdnyi és Diffrakcids Szakcsoport Oszi Iskola, 2011. oktéber 5-7, Visegrdd
o &

Nanogomb fotolitogrdfia: ZnO nanoszalak
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- Magneses mintdzatok létrehozdasa NSL technikaval
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Osszegzés - kiilonb6zé geometridk
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Kitekintés - kdzepes energias ionszoras (MEILS)
szonda: 100 - 200 keV He*, nagy mélységfelbontas
114320-4  Sortica et 4. / 1 J. Appl. Phys. 106, 114320 (2009)
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FIG. 1. (Color online) Simulated MEIS spectra for a reduced straggling

value and improved energy resolution (see Table I), for different geometries

of gold nanoparticles using incident 100 keV He* ions. Au ﬂaﬂaf'észeCSkék , méf' et ~10 nm
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¢« ¢ Kitekintés - pasztdzo He ion mikroszkopia (SHIM)
szonda: 20 - 50 keV He*

Measuring Monolayer Thick Films
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sample courtesy of Al Lysse, Carl Zeiss SMT Inc., US
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Készonom a figyelmet!




